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1．はじめに 

太陽電池の高効率化を目指す上で絶縁層によるシリコン表面のパッシベーション技術は不可欠

である。原子層堆積（ALD）法による絶縁膜（パッシベーション膜）の形成技術は、成膜温度が

200～400 ℃と低温による成膜が可能であり，膜厚の均一性及び膜厚制御において優れているとい

う特徴がある。今回我々は，ALD 法を用いて SiO2 膜(ALD-SiO2 膜) を作製し、セルプロセスを

想定した熱処理によるパッシベーション効果について検討した。 

2．実験方法 

両面テクスチャの N 型 CZ シリコン基板（厚さ 148µm）を実験に使用した。シリコン基板上に

厚さ 1，4.5，10 nmの ALD-SiO2膜を成膜したあと各 ALD-SiO2膜上に厚さ 80 nmの PECVD-SiNx

膜を積層させたサンプルおよび、PECVD 法を用いて厚さ 80 nm の PECVD-SiNx 膜のみを成膜し

たサンプルを作製した（Table.1）。作製したサンプルを温度 600 ℃において N2アニール処理を 30 

min 行い，その後 810 ℃で焼成を行った。QSSµ-PCD 法を用いて、成膜後，N2 アニール処理後，

焼成後それぞれのサンプルの Lifetime測定を行った。 

3．結果・考察 

Fig.1 に各熱処理を行ったサンプルの Lifetime 測定結果を示す。Table.1 に示すサンプル A~Dが

Fig.1 の横軸の A~D と対応している。ALD-SiO2 膜と PECVD-SiNx 膜の積層サンプルは、 

PECVD-SiNx 膜のみ成膜したサンプルと比較して Lifetime が高い値を示した。600 ℃の熱処理お

よび焼成後のサンプルは、Lifetimeの一層の向上が見られた。この結果は，PECVD-SiNx膜と比較

して ALD-SiO2/PECVD-SiNx 積層膜の方がよりシリコンウェハ表面の再結合速度の低減が可能で

あることを示している． 

Table.1 Structure of samples A-D SiNx  
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